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AlAs/GaAs РТД (типова зонна структура потрійних сполук на A B )III V

м 
а б в

Ізоенергетичні поверхні GaAs та AlAs, що 
відповідають Г- ( ), X- ( ) та L-долинам ( ) 

Необхідність врахування Г-Х змішування та 
можливість нехтування іншими видами 
міждолинного розсіювання доведена за 
допомогою напівемпіричного методу 
сильного зв’язку , та k.p [109] [110]
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[59] [60] [61]
В модель включено метод врахування Г-Х 

змішування, що розроблено в , ,  в 
рамках напівемпіричних методів  та 
адаптовано до методу хвильових функцій:
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aЯк видно з рівнянь, параметр  «вмикає» розсіювання на гетероінтерфейсах.
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     Наслідки міждолинного розсіювання:

а

перерозподіл заряду між долинами

зміна потенціалу
в

перерозподіл струму між долинами
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Нові формули для коефіцієнтів передачі 
по долинах:
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м Положення долин в Al Ga Asx 1-x

м Зонна структура РТД по кожній з долин
напрямок росту [100] 

(масштаб по осі енергії витримано)
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Нові формули для концентрації електронів:
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